
 通信用の高周波半導体デバイスや半導体発光デバイス（ＬＥＤ，ＬＤ）に用いら
れるGaAs系、InP系、GaN系などの化合物半導体は有機金属化合物とアルシ
ン、フォスフィン、アンモニアなどを原料として熱分解して成長させる。この成長
技術は１９８０年ごろから注目されるようになった。 

 柊元研究室ではこの技術のもつ将来性をいち早く見抜き、わが国のMO-CVD

法による半導体薄膜の作製のパイオニアとして研究が推進された｡ 原料となる
有機金属化合物は常温で液体のものが多く、また、大気に触れると容易に酸化
されるなど、従来のCVD法に用いられる原料と比べて取り扱いが難しく、また、
原料物質の調達、CVD装置の設計、ガスの供給方法を含めて、研究は手探り
の状態であった｡特に、装置設計、ガスの供給法などは不明な点が多く、CVD

装置メーカーとの密接な協力の下で研究が進められた｡こうして得られた成果
はわが国でのMO-CVD技術の普及に貢献した｡ 
 現在の高速通信デバイス、半導体レーザなどの工業的製造には本技術が広
く用いられており、今や社会基盤となった今日の情報通信技術の発展に大きな
役割を果たした｡ 
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